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ＥＦ１ＳＲＰ－０１ＵＳ２補足資料 

（３８Ｄ２/３８Ｄ５ｸﾞﾙｰﾌﾟFlash仕様編） 

 

株式会社 彗星電子システム 

第3版  2011年 6月 発行 

 

１．概要 

     本資料ではルネサスエレクトロニクス製３８Ｄ２/３８Ｄ５グループＦｌａｓｈ仕様のフラッシュメモリ

内蔵版ＭＣＵに対して、書込み、読出し、消去を行うために必要な注意事項が記載されています。またＥＦ

Ｐ－Ｓ２/Ｓ２ＶでＥＦ１ＳＲＰ－０１Ｕをご使用いただく場合も本資料の内容をご参考ください。 

 

 

２．動作環境、および対応ＭＣＵ一覧 

２．１．動作環境 

       本書に記載されているＭＣＵは表 ２.１で示す環境でご使用ください。 

 

     表 ２.１ 動作環境 

MCU ｸﾞﾙｰﾌﾟ名称 EFP-S2 Monitor Version WinEFP2 Version TBL Version 

38D2,38D5 ｸﾞﾙｰﾌﾟ

Flash 仕様 
Ver.1.00.90 以上 Ver.1.02.37 以上 

EF1SRP-01US2.TBL Version 

:Ver.1.02.54a 以上

EF1SRP-01U.TBL Version  

:Ver.1.03.99a 以上

 各 S/W のﾊﾞｰｼﾞｮﾝ番号は､WinEFP2 ｳｨﾝﾄﾞｳﾒﾆｭｰ内の[Help]→[About]で表示されます。 

 ご使用の EFP-S2 等の S/W ﾊﾞｰｼﾞｮﾝが古い場合は､下記のｻｲﾄにて最新ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾀをﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞして 

 ください。 

 

 <EFP-S2/S2V 最新 S/W 無償ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞｻｲﾄ> 

http://www.suisei.co.jp/productdata_efps2_j.html 

 

 

 

２．２．対応ＭＣＵ一覧 

 表 ２.２に対応ＭＣＵ一覧表を示します。 

 

     表 ２.２ 対応ＭＣＵ一覧表 

ﾃﾞﾊﾞｲｽﾀｲﾌﾟ 書き込み基板 VDD 電源供給方法 対応 MCU 名称 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾒﾓﾘｴﾘｱ

M38D2xFF/M38D5xFF ﾕｰｻﾞｰﾀｹﾞｯﾄ基板 

EFP-S2/S2V 3.3V 出力 

M38D29FFHP 

M38D29FFFP 

M38D59FFHP 

M38D59FFFP 

1000h～FFFFh 

EFP-S2/S2V 5V 出力 

ﾕｰｻﾞーﾀｰｹﾞｯﾄ入力 

M38D2xFF/M38D5xFF 

(MS Series) 
MS ｼﾘｰｽﾞ基板 *1 EFP-S2 5V 出力 

     *1) MS ｼﾘｰｽﾞ基板の製品型名、対応 MCU については、３．ＭＳシリーズ基板を参照ください。 

 

 

必ず上記のデバイスタイプと書き込み基板の組み合わせにて御使用下さい。 

間違った組み合わせで使用すると、「書込みができない」、「異常電流が流れる」等の問題が発生する

可能性があります。 

ﾃﾞﾊﾞｲｽﾀｲﾌﾟ選択時の注意事項 
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３．ＭＳシリーズ基板 

     ３８Ｄ２/３８Ｄ５グループＦｌａｓｈ仕様ＭＣＵの単体書込み用に、シリアル入出力モード用のＭＳシ

リーズ基板を販売しております。 

     表 ３.１にＭＳシリーズ基板の製品一覧を示します。 

 

      表 ３.１ 38D2,38D5 ｸﾞﾙｰﾌﾟ Flash 仕様シリアル入出力モード用ＭＳシリーズ基板一覧 

製品型名 対応パッケージ 対応ＭＣＵ 

MS38D2-64H PLQP0064KB-A(64P6Ｑ-A) M38D29FFHP 

MS38D2-64U PLQP0064GA-A(64P6U-A) M38D29FFFP 

MS38D5-80H PLQP0080KB-A(80P6Q-A) M38D59FFHP 

MS38D5-80F PRQP0080GB-A(80P6N-A) M38D59FFFP 

      ※各ＭＳシリーズ基板の価格等につきましては販売代理店および弊社までお問合せください。 
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４．端子結線 

    ターゲット接続ケーブルの端子結線表を表 ４.１に示します。 

 

     表 ４.１ ターゲット接続端子結線表 

EF1SRP-01US2 側 

ｺﾈｸﾀ Pin No. 
ﾀｰｹﾞｯﾄ側先端線色 信号名 

4 線式ｹｰﾌﾞﾙ

Pin No. 

ｼﾘｱﾙ入出力ﾓｰﾄﾞ時の 

MCU 接続端子名 

入出力

(ﾗｲﾀ側)

１ 橙／赤点１ 
GND １ VSS 端子に接続 *4 － 

２ 橙／黒点１ 

３ 灰／赤点１ T_VPP ４ 未接続 － 

４ 灰／黒点１ T_VDD ５ VCC 端子に接続 *1 入力 

８ 白／黒点１ T_PGM/OE/MD ８ CNVSS 端子に接続 出力 

９ 黄／赤点１ T_SCLK ６ SCLK 端子に接続  出力 

１０ 黄／黒点１ T_TXD ７ RXD 端子に接続 出力 

１１ 桃／赤点１ T_RXD ２ TXD 端子に接続 *2 入力 

１２ 桃／黒点１ T_BUSY ３ BUSY 端子に接続 入力 

１４ 橙／黒点２ T_RESET ９ RESETB 端子に接続 *3 出力 

１５ 灰／赤点２ 
GND １０ VSS 端子に接続 *4 － 

１６ 灰／黒点２ 

端子処理補足> 

*1 電源接続 

ﾕｰｻﾞｰﾀｰｹﾞｯﾄ基板に接続する場合(ﾃﾞﾊﾞｲｽﾀｲﾌﾟ：M38D2xFF/M38D5xFF 選択時) は、“EFP-S2/S2V 5V 出力”、

“EFP-S2/S2V 3.3V 出力”、“ﾕｰｻﾞｰﾀｰｹﾞｯﾄ入力”より VDD 電源の供給方法を選択することができます。 

ﾕｰｻﾞｰﾀｰｹﾞｯﾄ基板の消費電流が多い場合(MCU 以外で 20mA 以上)は､EFP-S2/S2V から VDD 電源を出力させず

にﾕｰｻﾞｰﾀｰｹﾞｯﾄ側から VDD 電源を入力してください。 

VDD 電源供給切り替え方法については、５．ＶＤＤ電源入出力切り替え方法を参照ください。 

 

MS ｼﾘｰｽﾞ基板に接続する場合(ﾃﾞﾊﾞｲｽﾀｲﾌﾟ：M38D2xFF/M38D5xFF(MS Series)選択時)は、EFP-S2/S2V か

ら VDD 電源を出力する為、MS ｼﾘｰｽﾞ基板側からの VDD 電源入力は不要です。 

 

*2 ﾓｰﾄﾞｴﾝﾄﾘ端子 

ｼﾘｱﾙ入出力ﾓｰﾄﾞへのｴﾝﾄﾘ中は H 状態を保持する必要があります。ﾕｰｻﾞｰﾀｰｹﾞｯﾄ側でﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ抵抗を実装さ

れる場合は､EF1SRP-01US2 の内部ﾌﾟﾙｱｯﾌﾟ抵抗(15kΩ)を考慮し､H ﾚﾍﾞﾙが保持されるような抵抗値を選別

してください。 

 

*3 RESET 接続 

ﾗｲﾀ使用時は MCU の RESET 解除は行いませんので､ﾕｰｻﾞｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを動作させる場合は､ﾗｲﾀとﾕｰｻﾞｰﾀｰｹﾞｯﾄを

切り離してください。 

ﾗｲﾀ側の RESET 出力については､3 ﾍﾟｰｼﾞの注 2 を参照ください。 

 

*4 GND 接続 

ｼｸﾞﾅﾙ GND は EF1SRP-01U 側ｺﾈｸﾀの 1,2,15,16Pin の 4 端子を用意しています。 

ﾀｰｹﾞｯﾄ基板に接続される場合､1 端子のみ接続されても問題はありませんが､2 端子以上で接続されること

を推奨致します。 

 

*5 発信回路接続 

MCU の Xin､Xout 端子は発振回路に接続してください。 
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４．１．ユーザーターゲット推奨回路 

ユーザーターゲット推奨回路を図 ４.１に示します。 

 

ﾕｰｻﾞｰ周辺回路
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図 ４.１ ユーザーターゲット推奨回路図 
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      注１ ：ユーザー周辺回路が出力回路となっている場合は、シリアル入出力モード動作時に出力同士の

衝突が起きないように、ジャンパーで切り離す等の処理を行ってください。 

 

      注２ ：ＥＦＰ－Ｓ２/Ｓ２ＶのＲＥＳＥＴ出力はオープンコレクターになっていますので、ＲＥＳＥ

Ｔ回路がオープンコレクタ出力の場合は、ＲＥＳＥＴ端子に１ｋΩのプルアップ処理を設け

て接続してください。 

          ＲＥＳＥＴ回路がＣＭＯＳ出力の場合は、注１のようにジャンパーで切り離す等の処理を行う

か、またはＥＦＰ－Ｓ２/Ｓ２Ｖ側のＴ＿ＲＥＳＥＴ信号をＲＥＳＥＴ回路の入力に接続して

ください。 

          ただしＲＥＳＥＴ遅延時間は３０ｍｓ以内としてください。 

 

      注３ ：ユーザーターゲット基板に接続する場合(デバイスタイプ：Ｍ３８Ｄ２ｘＦＦ/Ｍ３８Ｄ５ｘＦ

Ｆ選択時) は、“ＥＦＰ－Ｓ２/Ｓ２Ｖ ５Ｖ出力”、“ＥＦＰ－Ｓ２/Ｓ２Ｖ ３．３Ｖ出力”、

“ユーザーターゲット入力”よりＶＤＤ電源の供給方法を選択することができます。 

          ユーザーターゲット基板の消費電流が多い場合(ＭＣＵ以外で２０ｍＡ以上)は､ＥＦＰ－Ｓ２/

Ｓ２ＶからＶＤＤ電源を供給させずにユーザーターゲット側からＶＤＤ電源を入力してくだ

さい。 

          ＶＤＤ電源供給切り替え方法については、５．ＶＤＤ電源入出力切り替え方法を参照ください。 

 

      注４ ：Ｔ＿ＳＣＬＫ、Ｔ＿ＴＸＤはモードエントリ端子として使用します。本端子の出力信号をＭＣ

Ｕが入力しシリアル入出力モードにモードエントリしますので､コンデンサ等の出力信号に遅

延が発生する部品は実装しないようにしてください。 

          またこれらの端子には１ｋΩから５ｋΩの抵抗でプルアップしてください。Ｔ_ＰＧＭ/ＯＥ/

ＭＤ端子には４．７ｋΩの抵抗でプルダウンしてください。 

 

 

４．２．衝突防止回路例 

ユーザー周辺回路が出力回路となっている場合の衝突防止回路例を図 ４.２に示します。 

 

 

   ※プログラム時ジャンパを外す。 

 

        図 ４.２ ジャンパによる衝突防止回路例 
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５．ＶＤＤ電源入出力切り替え方法 

    ユーザーターゲット基板に接続する場合(デバイスタイプ：Ｍ３８Ｄ２ｘＦＦ/Ｍ３８Ｄ５ｘＦＦ選択時) は、

“ＥＦＰ－Ｓ２/Ｓ２Ｖ ５Ｖ出力”、“ＥＦＰ－Ｓ２/Ｓ２Ｖ ３．３Ｖ出力”、“ユーザーターゲット入力”

よりＶＤＤ電源の供給方法を選択することができます。 

    下記にＶＤＤ電源の供給方法の選択手順について示します。 

 

    ＜ＶＤＤ電源の供給方法設定手順＞ 

WinEFP2“Environment Setting”ダイアログ内の“Mcu Voltage Setting”タブの”T_VDD Voltage“を

Input or Output を選択します。（図 ５.１参照） 

 

Input を選択すると、ﾕｰｻﾞｰﾀｰｹﾞｯﾄ基板のＶＤＤ電源を使用します。 

 

Output を選択すると、ＥＦＰ－Ｓ２/Ｓ２Ｖより３．３Ｖ出力するか、５Ｖ出力するかを選択すること

ができます。“Output Voltage(O)”パラメーターにて、３．３Ｖ、５Ｖを設定してください。 

       

注： ＥＦＰ－Ｓ２/ＥＦＰ－Ｓ２Ｖより出力可能な電流は、ＭＡＸ５０ｍＡです。 

       

 

図 ５.１ ＶＤＤ電源の供給方法設定画面 
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６．ＩＤコード領域 

     ３８Ｄ２、３８Ｄ５グループＦｌａｓｈ仕様のＭＣＵは内蔵フラッシュメモリにＩＤコード領域を備えて

おり以下の要領でＭＣＵ内蔵フラッシュメモリの書換えおよび読み出しを禁止することが可能です。 

 

＜ＩＤコードプロテクト機能設定方法＞ 

１ ：フラッシュメモリのＦＦＦＣｈまたはＦＦＦＤｈにＦＦｈ以外のデータを書き込む。 

２ ：ＩＤコード領域に任意のＩＤコードを書込む。 

３ ：条件１、２を満たした後、ＭＣＵの電源を再投入する。 

 

     ＩＤコードの書込みによりプロテクト状態となったＭＣＵは、ＷｉｎＥＦＰ２のＩＤ照合機能により 

プロテクト状態を解除することが可能です。ＩＤ照合機能については７．ＩＤ Ｃｏｌｌａｔｉｏｎ（ＩＤ

照合）をご参照ください。  

※本機能はユーザープログラムの不正データ読み出し等を防止するための機能です。 

 

    

 FFD4h ID ｺｰﾄﾞ(1 ﾊﾞｲﾄ目)  

   FFD5h ID ｺｰﾄﾞ(2 ﾊﾞｲﾄ目)  

   FFD6h ID ｺｰﾄﾞ(3 ﾊﾞｲﾄ目)  

 FFD7h ID ｺｰﾄﾞ(4 ﾊﾞｲﾄ目)  

 FFD8h ID ｺｰﾄﾞ(5 ﾊﾞｲﾄ目)  

 FFD9h ID ｺｰﾄﾞ(6 ﾊﾞｲﾄ目)  

 FFDAh ID ｺｰﾄﾞ(7 ﾊﾞｲﾄ目)  

 

 ※ID ｺｰﾄﾞの照合は 7 ﾊﾞｲﾄの固定長で行われます。 

 

     表 ６.１ ＩＤコード領域の構成 
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７．ＩＤ Ｃｏｌｌａｔｉｏｎ（ＩＤ照合） 

     ＩＤ照合コマンドはＩＤコードが書込まれたＭＣＵのプロテクトを解除することが可能です。 

     ＷｉｎＥＦＰ２のＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ Ｓｅｔｔｉｎｇダイアログ内のＩＤ照合パラメータにＩＤ入

力形式、ＩＤコードを入力しコマンドを実行します。 

     ＩＤ照合コマンドを実行後、ＩＤコードが一致した場合はプロテクト解除となりますが、ＩＤコードが不

一致の場合は、ＷｉｎＥＦＰ２ウィンドウメニュー内の［Ｄｅｖｉｃｅ］内のコマンドは全て使用できなく

なります。 

     図 ７.１にＩＤ照合パラメータの構成を示します。 

 

 

図 ７.１ ＩＤ照合パラメータ構成 

 

     １）Ｉｎｐｕｔ Ｆｏｒｍａｔ（入力形式） 

       ＩＤコードの入力形式をＡＳＣＩＩ、ＨＥＸで指定します。 

     ２）Ｓｔａｒｔ Ａｄｄｒｅｓｓ（先頭アドレス） 

       ＩＤコード領域の先頭アドレスを指定します。 

       本パラメータにはＭＣＵのＩＤコード先頭アドレスが自動で設定されます。 

     ３）ＩＤ Ｃｏｄｅ 

       ７バイト固定長のＩＤコードを入力します。 
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７．１．ＩＤ照合操作手順 

      ＩＤコード領域を設けているＭＣＵを使用される際、ＩＤコード領域の誤書込み等には十分にご注意

ください。また書込まれたＩＤコードは忘れないように、ユーザー側で管理してください。 

  本項目ではＩＤコードの使用例および手順について記載しています。ＩＤコードの書込みから解除ま

での一連の手順を以下に示します。 

 

     手順１ ＩＤコードの設定 

         ＥＦＰ－Ｓ２/Ｓ２Ｖ本体内蔵バッファＲＡＭのＩＤコード領域に相当する領域に、ＩＤコード

を設定します。 

         例ではＩＤコードを“ＳＵＩＳＥＩ．”とします。（図 ７.２、表 ７.１参照） 

 

 

図 ７.２ ダンプウィンドウ（ＩＤコード設定データ） 

 

表 ７.１ バッファＲＡＭ設定データ一覧 

ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘｱﾄﾞﾚｽ 設定ﾃﾞｰﾀ ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘｱﾄﾞﾚｽ 設定ﾃﾞｰﾀ 

ＦＦＤ４ｈ ５３ｈ ＦＦＤ９ｈ ４９ｈ 

ＦＦＤ５ｈ ５５ｈ ＦＦＤＡｈ ２Ｅｈ 

ＦＦＤ６ｈ ４９ｈ ＦＦＦＣｈ *1 ００ｈ 

ＦＦＤ７ｈ ５３ｈ ＦＦＦＤｈ *1 ００ｈ 

ＦＦＤ８ｈ ４５ｈ － － 

        *1) ﾘｾｯﾄﾍﾞｸﾀｱﾄﾞﾚｽに FFｈ以外のデータを書き込まないと ID ｺｰﾄﾞﾌﾟﾛﾃｸﾄは、有効になりません。 

 

     手順２ ＩＤコード領域への書込み 

         ＥＦＰ－Ｓ２Ｓ２Ｖ本体内蔵バッファＲＡＭのデータをＭＣＵ内蔵フラッシュメモリに書込みま

す。 

         例ではプログラムコマンドを使用しＩＤコード領域を含む領域に書込みを行います。 

         ＩＤコード領域への書込みが終了した後、ＭＣＵの電源を再投入してください。 

 

 

図 ７.３ ＩＤコード領域への書込み 

 

         ※プログラムコマンド指定アドレス 

          Ｓｔａｒｔ Ａｄｄｒｅｓｓ：ＦＦ００ｈ 

          Ｅｎｄ ａｄｄｒｅｓｓ  ：ＦＦＦＦｈ 
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     手順３ プロテクト状態の確認および解除 

        ＩＤコードが書込まれたＭＣＵに対して、ＷｉｎＥＦＰ２ウィンドウメニュー内の 

   ［Ｄｅｖｉｃｅ］内のコマンドを実行すると図 ７.４のエラーメッセージダイアログが表示され 

コマンドを中止します。 

 

 

図 ７.４ ＩＤエラー 

 

         ＩＤ照合コマンドを使用してＩＤコードの照合を行い、ＭＣＵ側のプロテクト状態を解除します。 

         図 ７.５、図 ７.６に各入力形式でのＩＤコード入力について示します。 

 

 

図 ７.５ ＩＤ照合（入力形式：ASCII） 

 

 

図 ７.６ ＩＤ照合（入力形式 HEX） 

 

         ＩＤコードが一致するとＭＣＵのプロテクト状態は解除され、ＭＣＵの書換え、読み出しが可能 

になります。ＩＤ照合コマンド実行後にエラーが発生した場合は、ＩＤコードをもう一度、確認後 

ＩＤ照合コマンドを実行してください。 
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８．ロックビットプロテクト機能 

本ＭＣＵはロックビットによるプロテクト機能を設けており、以下の要領で１８００ｈ～ＦＦＦＦｈの領

域に対する、書込み、消去を禁止させることが可能です。 

 

＜ロックビットプロテクト機能設定方法＞ 

１ ：フラッシュメモリのＦＦＦＣｈまたはＦＦＦＤｈにＦＦｈ以外のデータを書き込む。 

２ ：Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ Ｓｅｔｔｉｎｇダイアログ内のＬｏｃｋ Ｔｙｐｅパラメータを 

Ｌｏｃｋ ｂｉｔ ｅｆｆｅｃｔｉｖｅに設定する。 

 

＜ロックビットプロテクト機能解除方法＞ 

１ ：Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ Ｓｅｔｔｉｎｇダイアログ内のＬｏｃｋ Ｔｙｐｅパラメータを 

Ｌｏｃｋ ｂｉｔ ｉｎｅｆｆｅｃｔｉｖｅに設定すると、プロテクト機能が解除されます。 

 

Ｌｏｃｋ Ｔｙｐｅパラメータ設定画面を図 ８.１に示します。 

 

 

図 ８.１ ロックタイプパラメータ 
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９．Ｅｒａｓｅ（イレーズ） 

     イレーズコマンド内のイレーズタイプパラメータでブロック消去および、全ブロックの一括消去が行え 

    ます。イレーズコマンドのパラメータ入力ダイアログを図 ９.１に示します。 

 

 

 

図 ９.１ イレーズコマンドパラメータ入力ダイアログ 

 

     １）Ｅｒａｓｅ Ｔｙｐｅ（イレーズタイプ） 

       イレーズタイプパラメータ表示領域右側のドロップダウンリスト（下矢印をマウスでクリックすると 

      表示）内にはＡｌｌ Ｅｒａｓｅおよび各ブロックのアドレス領域（xxxxxxh～xxxxxxh）が表示され 

  ますので消去方法を選択してください。 

     ２）ＯＫボタン 

       イレーズコマンドを実行します。 

     ３）Ｃａｎｃｅｌボタン 

       コマンドを中止します。 

 

 

１０．Ｂｏｏｔ Ｒｅａｄ（ブートリード） 

     ＭＣＵのＢＯＯＴ領域内のデータを読み出し、ＥＦＰ－Ｓ２/Ｓ２Ｖ内蔵バッファＲＡＭに書込みます。 

     ブートリードコマンドのＳｔａｒｔ、Ｅｎｄ Ａｄｄｒｅｓｓには各ＭＣＵのＢＯＯＴ領域アドレスを 

    入力してください。またＢＯＯＴ領域以外のアドレスを指定してコマンドを実行された場合、不定なデータ 

が読み出されます。 

     ３８Ｄ２，３８Ｄ５グループＦｌａｓｈ仕様でのＢＯＯＴ領域アドレスを表 １０.１に示します。 

 

     表 １０.１ ＢＯＯＴ領域アドレス一覧 

MCU ｸﾞﾙｰﾌﾟ名称 BOOT 領域ｱﾄﾞﾚｽ 

38D2,38D ｸﾞﾙｰﾌﾟ Flash 仕様 F000h～FFFFh 

 

 

１１．デバイスコマンドでのパラメータ入力 

     本ＭＣＵユニットで使用するＭＣＵはデータの書込み、読み出しをページ単位で行います。 

     １ページのデータサイズは２５６バイトです。各コマンドのＳｔａｒｔ、Ｅｎｄ Ａｄｄｒｅｓｓは以下 

    の入力形式に従って、アドレスを入力してください。 

 

     ※入力形式 

      Ｓｔａｒｔ Ａｄｄｒｅｓｓ：ｘｘｘｘ００ｈ 

      Ｅｎｄ Ａｄｄｒｅｓｓ  ：ｘｘｘｘＦＦｈ 

 

     またＳｔａｒｔ、Ｅｎｄ Ａｄｄｒｅｓｓにページ単位以外のアドレスを入力した場合は、パラメータ 

エラーが発生しコマンドを中止します。 

 


